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Zusammenfassung:

Die vorliegende Arbeit fasst den aktuellen Stand der Verwendung von Mikroelektroden
zusammen und stellt die unterschiedlichen Elektrodenformen vor.

Weiter gilt besonderes Augenmerk den technischen und biologischen Anforderungen, die an
Mikroelektrodensysteme gestellt werden, die als Bestandteile eines Implantats zur Stimulation
von zentralen oder peripheren Nerven oder zur Ableitung von Nervensignalen vorgesehen
sind.

Die gidngigen Verfahren fiir die Fertigung von Mikroelektrodensystemen werden niher
beleuchtet, insbesondere die wichtigen Prozesse der Elektronenstrahl — und der
Maskenlithografie und darauf aufbauend die moglichen Beschichtungsverfahren. Dazu zéhlen
auch die verwendeten Materialien fiir die Elektroden, wozu beispielhaft Forschungsergebnisse
mit unterschiedlichen Ansétzen vorgestellt werden.

Abschliefend werden verschiedene eigene Entwiirfe fiir Mikroelektrodensysteme vorgestellt
und die eigentliche Fertigung in ihren Einzelschritten dargestellt und dokumentiert.

AbschlieBend folgt ein Kostenvergleich der verschiedenen Fertigungsverfahren.

Abstract:

This work summarizes the current state of use of microelctrodes in medicine and introduces
various forms of electrode systems.

Further are explained the technical and biological requirements for implanted neural recording
and stimulating microelectrode systems.

The common ways of fabrication for microstructures are explained in particular the processes
of E — Beam — Lithography and mask — lithography. Also explained are the various possible
coating processes including different materials for the fabricating and coating of electrodes
with examples from works with different approaches.

Basing on these works some new microelectrode designs are presented and the steps of
manufacturing are described.

Finally the costs for the different forms of microstructure manufacturing are evaluated.
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